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Determinacao de propriedades O&pticas nao lineares de
semicondutores para aplicacao em dispositivos fotonicos por
novas técnicas experimentais

MOYSES, Renato!; MISOGUTI, Lino?

renatomaframoyses@usp.br

Hnstituto de Fisica de S3o Carlos — USP

A busca por materiais com propriedades 6pticas interessantes para aplicacdes em dispositivos fotdnicos
impulsionou diversas pesquisas cientificas nas @ltimas décadas. Uma classe relevante é a de
semicondutores, que embora ja amplamente empregados em componentes eletrénicos, também sio
dotados de importantes propriedades 6pticas. Um exemplo é o Fosfeto de Galio (GaP) (1), semicondutor
cristalino de simetria ctbica zincblende que apresenta alto indice de refragdo (> 3), band gap indireto
(2.24 eV), larga regido espectral de transparéncia (0.55-11 um) e altas n3o linearidades 6pticas refrativas
e absortivas. A correta caracterizacdo principalmente dos efeitos n3o lineares 6pticos & fundamental
para calcular o potencial de aplicacdo, por exemplo, em dispositivos de chaveamento puramente
6ptico ultrarrapido (2), na qual buscam-se altos indices de refragdo ndo linear (ny) e baixas perdas
representadas pelo coeficiente de absorcdo de dois fétons (). Entretanto, a refragdo n3o linear
pode apresentar simultaneamente diferentes contribuicdes, sendo resultante tanto de efeitos eletrénicos
ultrarrapidos, quanto de efeitos de orientacdo molecular ou de efeitos térmicos lentos, dependendo ent3o
do comprimento de onda de excitacdo, da duracdo temporal e da taxa de repeticdo do pulso laser, da
orientacdo cristalina do material, entre outros. Logo, apesar de as magnitudes de ny, e [ ja terem
sido determinadas para diferentes semicondutores por outras pesquisas (3), ainda é necessario maior
entendimento da origem destas magnitudes, de acordo com as dependéncias com os pardmetros citados,
para determinacdo do real potencial de aplicacdo. Dessa maneira, neste trabalho utiliza-se das medidas
de Rotagdo N3o Linear da Polarizagdo Eliptica (RNLPE) e de Varredura-Z Resolvida em Polarizacdo
(VZRP), as quais sdo técnicas adequadas para determinar ny e 3 juntamente com a discriminagdo das
diferentes componentes que originam os efeitos. Para realizacdo das medidas é utilizado o sistema laser
Carbide (Light Conversion) de pulsos ultracurtos (~216 fs) em comprimento de onda de 1030 nm e taxa
de repeticdo ajustavel de 1 kHz até 1 MHz. Até ent3o, foi caracterizado um cristal de GaP de corte
(100) e espessura de 500 pm, sendo encontrados valores de ny na regido de 1.5 a 4.5 x 107'® m? /W,
dependendo da orientacdo cristalina, juntamente com valores médios de 3 = 7.5 x 1073 m /W, ambos
com incerteza estimada de 20%. Como perspectivas futuras, pretende-se ampliar os estudos no cristal
de GaP, além de iniciar os estudos em outros semicondutores, como seleneto de zinco (ZnSe), arseneto
de galio (GaAs) e sulfeto de zinco (ZnS).
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